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Los conmutadores de sucesión electrónicos, se uti 
lizan, por ejemplo, en aparatos de radio y televisión para 
la conmutación electrónica de los canales y de los alcances 
Estos conmutadores de sucesión electrónicos están provistos 
de conexiones de retención, que cuidan para que también des 
pués de agotarse el impulso de conexión permanezca conecta­
do el canal elegido. Por la conexión de retención, por lo - 
tanto, después de conectar se bloquea el grado conectado. - 
Este bloqueo solo puede suprimirse porque se elige otro ca­
nal o porque el aparato en su totalidad se desconecta.

Uno de los problemas principales consiste en ha­
cer estos conmutadores de sucesión tan seguros contra tras­
tornos, que la conmutación de un canal a otro o la puesta - 
en funcionamiento de un canal no elegido, por impulsos pará 
sitos, queden excluidos.

Para mejorar esta seguridad contra perturbaciones 
ya se ha propuesto anteriormente conectar un elemento de co 
rriente-tensión no lineal de tal modo en el circuito de la 
corriente, que se recorra por la corriente de retención y - 
en un punto de trabajo se haga funcionar con pequeña resis­
tencia diferencial. Tal elemento de construcción lineal es, 
por ejemplo, un diodo de Zener. Cuando tal elemento de cons 
trucción se hace funcionar en la zona de ruptura, tiene una 
muy pequeña resistencia para impulsos parásitos, de modo - 
que la tensión parásita se desvía sin influencia sobre el - 
estado de conexión de la conmutación de sucesión. Los conmu 
tadores de sucesión electrónicos, con conexión de retención, 
se componen de un número de grados, unidos entre si, corres 
pondiendo cada grado respectivamente a un canal, que deba - 
conectarse. El número de grados, por lo tanto, depende del
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número de los canales disponibles para la selección.
Frecuentemente se desea que al poner en funciona 

miento el aparato se prefiera un canal y que con la puesta 
en funcionamiento siempre se conecte automáticamente; tam­
bién cuando al desconectar el aparato estuviera conectado 
otro canal.

Para la selecoión de los canales generalmente se 
requieren dos fuentes de tensión, es decir, una tensión pa 
ra la selección del alcance (por ejemplo, UHF ó VHF, banda 
I ó banda III)y otra tensión para la selección de frecuen­
cia (por ejemplo, canal 6 ó canal 8, que tengan que conec­
tarse por la mencionada conmutación de sucesión electróni­
ca.

La fuente de tensión estabilizada, que es la ten
sión de más alto voltaje y que se utiliza para la selec---
ción de la frecuencia, sólo debe solicitarse débilmente —  
de modo adicional para no poner en peligro la estabilidad 
de la frecuencia. Por esta razón, para la conmutación, que 
está prevista para la puesta en punto preferente del grado 
I, sólo, está disponible una corriente mínima, por ejemplo,] 
de 0,1 a 0,3 mA.

Una carga tan débil puede alcanzarse, porque se 
utiliza una resistencia de un valor óhmico, correspondien­
temente elevado. En una tensión estabilizada que, según el 
elemento de estabilización, presenta,, por ejemplo, 30 ó 36 
voltios, tal resistencia tendría que tener un valor aproxi 
mado de 180 Kohm. Una resistencia tan grande no puede rea­
lizarse -prácticamente en una conexión integrada de semi- 
-conductores, ya que en las dimensiones actualmente $íni—
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mas posibles y en las asnales relaciones de dotación, tal 
resistencia tendría quepresentar una longitud de aproxima­
damente 10 milímetros con una anchura de 10 um.

El invento tiene como base la indicación de una 
conexión para la puesta en funcionamiento preferente de un 
grado de una conmutación de sucesión electrónica, que sea 
especialmente adecuada para la integración en un cuerpo se 
mi-conductor. En ello se parte de una conmutación de suce­
sión electrónica, por la que se inicia la conexión de dos 
fuentes de tensión de potencial diferente.

Este problema se resuelve, según el invento, por 
que la tensión requerida para la puesta en funcionamiento 
del grado preferente, resulta en un elemento de construc—  
ción, que está conectado entre el electrodo de maniobra de 
un transistor conmutador, que pone en funcionamiento el - 
grado y la conexión de potencial común a la disposición de 
conexión, porque este elemento de construcción está conec­
tado en serie con resistencias, que forman un divisor de - 
tensión y por lo menos un elemento de tensión constante, - 
conectándose a la fuente de tensión de voltaje más alto, - 
porque la toma del divisor de tensión se conecta a través 
de un elemento de construcción permeable para la corriente 
solamente en .una dirección, a la fuente de tensión de po—  
tencial más bajo y porque!los elementos de construcción es 
tán dimensionados de tal modo que la solicitación, que re­
sulta sólo ante la existencia de un potencial más alto, de 
esta fuente de tensión, al iniciarse la tensión de poten—  
cial más bajo se suprime o por lo menos se reduce conside­
rablemente .
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El empalme de potencial, común a la conexión, es
generalmente la conexión a masa. El elemento de construc—  
ciÓn para lapprodu.cción de la tensión, por la que se pone 
en funcionamiento el grado preferente, es ventajosamente - 
uno o varios diodos, que funcionan en la dirección de flu­
jo. Como por esta tensión debe maniobrarse de modo pasante 
el transistor de conmutación, conectado posteriormente, tie 
nen que conectarse en serie por lo menos dos diodos. En es 
tos diodos resulta entonces, aproximadamente la tensión do 
ble de base-emisor de transistor, que se hace necesaria pa. 
ra la maniobra pasante del transistor, de modo que este 
transistor puede conectarse de modo pasante con seguridad 
En lugar de diodos, para la produooión de la tensión, que 
pone en funcionamiento el grado preferente, también puede 
utilizarse un diodo de Zener.

nectados en serie respecto a estos diodos y a las resiste] 
cías, se componen ventajosamente de diodos de Zener. En ej 
tos diodos, sin embargo, desciende en cada caso la tensió] 
de ruptura de Zener. El número de los diodos de Zener, co­
nectados en serie, se rige según la magnitud de la tensiói 
de aprovisionamiento y, por lo tanto, según en que medida 
deba desmontarse esta tensión de aprovisionamiento para lí 
producción de la tensión, que ocasiona la puesta en funcic 
namiento. Los electrodos de Zener están conectados entre - 
uno de los extremos del divisor de tensión y la fuente de 
tensión de voltaje más alto.

El invento debe explicarse más detalladamente en 
lo que sigue todavía por medio de un ejemplo de ejecución.

Los elementos de tensión constante, que están c
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Fara lamedor comprensión, al mismo tiempo se explicará bre­
vemente una conmutación de sucesión consistente en dos gra­
dos, con conexión de retención.

El conmutador de sucesión, ilustrado en la fig. 1 
compuesto de los grados I y II tiene la misión, al aplicar­
se el impulso negativo de conectar los electrodos de entra­
da 10 ó 12 del transistor Tg para la selección de frecuen—  
cia y los transistores Ig y Tg para el alcance del canal de 
seado. Cuando, por ejemplo, está conectado el grado I, este 
grado I debe desconectarse porque sobre el electrodo 12 del 
grado II se conecta un impulso negativo. Por ello, al mismo 
tiempo se conecta el grado II. Un impulso negativo, por lo 
tanto, es necesario, porque el transistor de entrada es
un transistor pnp. En el transistor de entrada de sucesión 
de zona inversa para la conexión del grado se requerirá un 
impulso positivo. También puede conmutarse de un grado a - 
otro grado, porque sobre la resistencia R^g, que es común a 
ambos grados y está conectada entre los polos 1 y 2, se emi 
te un impulso. La parte de conexión, designada con III, 
muestra la conexión que se necesita para la puesta en fun—  
cionamiento preferente del grado I al conectar el aparato.

Los transistores T̂ -I-̂  conectados en serie dejan 
pasar un impulso solamente en una dirección. Asi ,en la ele 3 
ción ilustrada de los transistores, sólo por impulsos nega­
tivos en la entrada 10'ó 12 pueden conectarse los grados co 
rrespondientes.

La conexión, ilustrada en la fig. 1, tiene dos —  
puentes de tensión de aprovisionamiento. En el empalme 8 es 
tán situados, por ejemplo, 4- 12 V, mientras que en la cone­
xión 7 está aplicada una tensión de aproximadamente 4- 30 V.
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La última tensión estabilizada puede fluctuar considerable­
mente de aparato a aparato de modo, que la capacidad de fun 
cionamiento de la conexión tiene que asegurarse por lo menos 
en el alcance entre 30 y 36 voltios.

Al empalme o está conectados los transistores de 
entrada T.¡-Ty Detrás del transistor del sistema pnp es­
tán conectados en conexión de Darlington los transistores - 
Tg y T y  El emisor de y los colectores de y están 
aplicados a 12 voltios. Al emisor de están conectadas en 
serie las resistencias Rg ^ ^3 ^ en paralelo -
del diodo Zener ZD^ y la resistencia R y

Si ahora por medio de la resistencia de entrada -
sobre el electrodo de base de T y  se emite un impulso ne

sativo, los transistores oommtsn d. modo pasante. -
Por medio de las resistencias Rg, R^ y R^ fluye una corrien
te, por la que en el diodo de Zener ZD^ se forma la tensión
de ruptura.de Zener. Esta tensión importa, por ejemplo, 6,2

valor
voltios. R^ es de alto/óhmico y sirve para rebajar la resis 
tencia del bloque del diodo de Zener en tensiones, que es—  
tén situadas por debajo de la tensión de Zener. La resisten 
cia R y  por el contrario, es de bajo valor óhmico, resultan 
do en la misma sólo pocas décimas de voltio de tensión. El 
transistor T y  cuyo electrodo de maniobra está conectado a
la toma del divisor de tensión compuesto de las resisten--
cías Rg y Ry igualmente se conmuta de modo pasante de modo 
que ahora en la resistencia R ^  entre los polos 1 y 2, se - 
aplica una tensión de Zener, reducida por la tensión de ini 
oiación Ugy La tensión en R^g importa por ejemplo 5,S vol­
tios.
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La corriente del transistor 1^ fluye a través del 
doble diodo Dg conectado en el trayecto del colector y 
el trayecto de base-emisor de Tg que, por lo tanto, también 
se conmuta de modo pasante.. La caída de tensión entre el 
electrodo 7 (30 v) y el colector de T^, que al mismo tiempo 
está conectado al electrodo de base de T , importa aproxima5 -
demente 1,8 V, es decir, 3 xU^g en elemento de construcción 
de semi-conductores de silicio y abre el transistor que 
a través de la resistencia de emisor R^ está unido con el - 
empalme 7. La corriente a través del transistor 1^ está de­
terminada por la resistencia T^. Esta corriente fluye ahora 
también a través del trayecto R̂ -ZD-j/R̂ . y cuida que también 
después de la terminación del impulso de conexión en ZD^ y, 
por ello en la resistencia 18, se mantenga una tensión, por 
la que el grado permanece en estado conectado.

El emisor de T- está conectado al electrodo de ba5
se de T^, de modo que con el transistor conductor tam--
bién se hace pasar conmutando este transistor Ty. Por ello, 
se hacen conductores también los transistores Tg y Tg conec 
tados detrás del transistor Ty en conexión de Darligton. 
por estos transistores se conectael alcance elegido.

Los transistores Tg y Tg obtienen su tensión de - 
abastecimiento de la conducción de 12 voltios. Enlas condi 
ciones de tensión elegidas, los transistores T^, Tg, Tg y - 
Ty, son transistores pnp; los restantes transistores son del 
tipo npn. El grado II es idéntico al grado I. Cuando, están 
do conectado el grado I, se conecta el grado II por un im—  
pulso negativo en el empalme 12, sube, durante el impulso - 
en la resistencia R^g, que es comün a todos los grados, la



tensión. Por ello, se reduce la corriente a través del trans 
sistor del grado I hasta que este transistor se bloquée 
y por ello se desconecte el grado I. El grado II entonces - 
está listo para funcionar, ya que los fenómenos ya descri—  

tos, ahora transcurren, de igual manera que en el grado I, 
en el grado II. Una conmutación también puede efectuarse - 
porque se emite un impulso sobre la resistencia R^g, por el 
que la tensión se aumenta en esta resistencia. Por ello se 
apaga el grado conectado. Al mismo tiempo, se produce en el 
electrodo colector de un impulso de desconexión negativo 
Este impulso se emite sobre el electrodo de entrada del gra 
do subsiguiente II y conecta este grado. Para ello, por 
ejemplo, están unidos entre si los electrodos 6 y 12 por me 
dio de un condensador. En cada impulso, por lo tanto, se ha 
ce avanzar el conmutador de sucesión por un grado.

La parte de conexión III sirve para la conmuta­
ción preferente del grado I al poner en funcionamiento el - 
aparato. La carga de la fuente de tensión de 30 voltios, no 
debe sobrepasar un determinado valor. La carga por la cone 
xión III, sin embargo, no es crítica, cuando no esté coneo 
tado ningún grado. Tan pronto está conectado el grado, sin 
embargo, la carga de la fuente de tensión de 30 voltios tie 
ne que reducirse considerablemente por la conexión ni. En - 
UN caso especial esta carga no debe sobrepasar, por ejemplo 
de 0,2 MA.

La conexión 111 se compone de una conexión en se­
rie, coneotada entre los polos de la fuente de tensión de - 
30 voltios, compuesta del doble diodo Dg, Dg, dos resisten­
cias R^, Rg, 4 diodos de Zener ZD^, ZD-g, ZDg, ZDp y del dio
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do Dp. El diodo Dp impide que fluya, una corriente a tra- < 
vés de los diodos de Zener, cuando sólo se aplica la fuen 
te de tensión de voltajes más bajos. En los diodos, que fun 
cionan en la dirección de fases Dg, Dg la tensión requeri­
da para la puesta en funcionamiento del grado I tiene que 
caer desde aproximadamente 1,2 voltios. Esta tensión se - 
aplica al electrodo de base del transistor T^, cuyo traye^ 
to de colector-emisor está conectado en paralelo al trayec 
to colector-emisor de T^. El enlace entre las resistencias 
^a y conectado por medio de un diodo al polo 8
de 12 voltios. La carga de la fuente de tensión de 12 vol­
tios no es critica. Sin embargo, tiene que asegurarse que 
el grado I inmediatamente al comenzar el empleo de la pri­
mera fuente de tensión, se ponga en preparación de funcio­
namiento. Por lo tanto, debe evitarse que en un empleo di­
ferencial condicionado por las constantes de tiempo, de las 
fuentes de tensión de aprovisionamiento, en el tiempo sitúa 
do intermediariamente, por un impulso parásito se conecte 
un grado indeseado.

Suponiendo que los electrodos de Zener en el ejen 
pío de ejecución posean una tensión de Zener en cada caso 
de 6,3 voltios. Se supone que las resistencias y Rg son 
en cada caso de 5 kOhm. Si primeramente se aplica la fuen­
te de 30 voltios, entonces resulta en los diodos de Zener 
una tensión de 25,1 voltios. En el doble diodo Dg y Dg 
existe la tensión de 1,2 voltios. Por las dos resistencias 
fluye entonces una corriente de aproximadamente 0,30 mA. - 
En una tensión de 36 voltios esta corriente aumenta hasta 
1 mA. Esta carga, no es critica en tanto todavía no esté -

30
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en funcionamiento el grado. En el enlace entre y Rg exis 
te una tensión de aproximadamente 3 voltios a 30 voltios en 
el polo 7. Al emplear la tensión de 12 voltios, sube esta - 
tensión de golpe aproximadamente a 11,4 voltios. A través - 
de los diodos de Zener ya no fluye entonces ninguna corrien 
te. La fuente de 30 voltios, por lo tanto, está libre de so 
licitación. Si en lugar de 30 voltios se aplicasen 36 vol—  
tios al polo 7, entonces esta fuente de tensión después del 
empleo de la fuente de 12 voltios, seguirá todavía como si 
no estuviera solicitada. Solo aproximadamente a 36 voltios 
fluye la corriente máxima permitida de 0,2 mA. Con ello al­
canza el alcance de trabajo permitido de la tensión de apro 
visionamiento prácticamente de 27 voltios hasta 36 voltios.

En otras condiciones de tensión, entonces puede -] 
adaptarse el número y las dimensiones de los elementos de -¡ 
construcción a las condiciones modificadas.
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La presente patente de invención comprende las si] 
guiantes reivindicaciones:

1.- Disposición de conexión para la pueyta en fun[ 
cionamiento preferente de un grado en una conmutación eléc- 
trónica de sucesión con conexión de retención, para cuyo - 
funcionamiento están previstas dos fuentes de tensión de - 
aprovisionamiento de potencial diferente, caracterizada por 
que la tensión requerida para la puesta en funcionamiento -[ 
del grado preferente resulta en un elemento de construcciói 
que está conectado entre el electrodo de maniobra y un tran] 
sistor de maniobras, que pone en funcionamiento el grado y
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el empalme, Ael potencial común a la conexión, porque este 
elemento está conectado en serie con resistencias, que for­
man un divisor de tensión y por lo menos un elemento de ten 
sión constante, al que está doneotada la fuente de tensión 
de voltaje más alto, porque la derivación del divisor de - 
tensión por medio de un elemento de construcción permeable 
para la corriente sólo en una dirección, está conectada a - 
la fuente de tensión de potencial más bajo, y porque los - 
elementos de construcción están dimensionados de tal modo - 
que la carga de esta fuente de tensión resultante sólo en - 
la existencia del potencial más alto, al utilizarse la ten­
sión de potencial más bajo se suprime o por lo menos se re­
duce considerablemente4

2. - Disposición, según la reivindicación 1, carao 
terizada porque el elemento de construcción, en que resulta 
la tensión necesaria para la puesta en funcionamiento del - 
grado preferente, es por lo menos un elemento de construc—  
ción estabilizador de tensión como un diodo, que funciona - 
en dirección de flujo o un diodo de Zener.

3. - Disposición, según la reivindicación 1, carao 
terizada porque el elemento de tensión constante se compone 
por lo menos de un diodo de Zener, que funciona en el alean 
ce de ruptura de Zener.

4. - Disposición, según la reivindicación 3, carao 
terizada porque para la elevación de la tensión resultante 
en los elementos de tensión constante están^conectados en - 
serie varios diodos de Zener.

5. - Disposición, según una de las reivindicacio—  

nes precedentes, caracterizada porque los diodos de Zener -
30
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están conectados entre uno de los extremos del divisor de - 
tensión y la fuente de tensión de voltaje más alto.

6.- Disposición, según la reivindicación 1, carac 
terizada porque el elemento de construcción, permeable para
la corriente sólo en una dirección, y conectado a la fuente.
de tensión de potencial más bajo, es un diodo, que se hace 
funcionar en la dirección del flujo al existir potencial - 
más bajo.
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7. - Disposición, según la reivindicación 1, carac 
terizadas porque el empalme de potencial, común a la cone—  

xión, es el empalme de masa.
8. - Disposición, según una de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque el diodo de Zener está co 
nectado con un diodo en serie, de tal modo que este diodo - 
se haga funcionar en dirección de flujo al existir poten- - 
cial de voltaje más alto.

9. - Disposición, según una de las reivindicacio—  

nes precedentes, caracterizada porque el potencial de la - 
fuente de tensión de voltaje más bajo importa aproximadamen 
te 12 voltios y aquél de la fuente de tensión de voltaje - 
más alto importa aproximadamente 30-36 voltios, porque en­
tonces están previstos 4 diodos de Zener con una tensión de 
ruptura de Zener de aproximadamente 6 voltios en la cone- - 
xión en serie, porque está previsto un divisor de tensión, 
compuesto de dos resistencias en cada caso con 5 kOhm y por 
que el enlace entre las dos resistencia con el potencial de 
12 voltios está unido por medio de un diodo solicitado en la 
dirección de flujo.

10. - Disposición, según una de las reivindicacio—
30
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nes precedentes, caracterizada porque la tensión de voltaje 
más alto es una fuente de tensión estabilizada y prevista - 
para la selección de frecuencia.

11. - Disposición, según una de las reivindicacio­
nes precedentes, caracterizada porque todos los elementos - 
de conmutación están alojados en un cuerpo semi-conductor - 
común.

12. - Disposición de conexión para el funcionamien 
to preferente de un grado en una conmutación eláctronica de 
sucesión con conexión de retención.

Según se describe y reivindica en la presente me­
moria descriptiva y se ilustra con los planos reglamenta- -
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